
包裹形、交接圆形、旋转椭球形等〉都可以进行计算分析，并可以同时给出聚光效率和抽运光能在晶体中的分

布。因而，用蒙特卡罗法对聚光腔的性能进行的理论分析， 对于聚光腔的最佳设计和激光器输出特性的理论

研究都是十分有用的。

激光晶体调 Q 的最佳化的理论和技术
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本文讨论晶体 Q 开关获得最大能量和最窄脉宽的单一光脉冲输出的最佳化原理和技术。

首先对Q开关过程作理论分析。以激光速率方程为基础，以不同的开关接通时间及腔长、 泵浦能量、输

出镜反射率等作参数用 T吨-16 电子计算机进行数值解。 结果表明， Q 开关接通时间存在临界值p 在此临界

接通时间内，脉冲形成时间大于接通时间，光脉冲能量和宽度不随接通时间而变p且与瞬时接通时相同p 即能

量最大脉宽最窄p仅是脉冲形成时间随接通时间逐渐增大。当接通时间太慢而大于临界值时，脉冲形成时间

小于接通时间P 这时 Q 开关尚未完全打开就产生光脉冲p 因此随着接通时间加大光脉冲能量减少和脉宽变

宽很快，输出性能变坏。这些就是所谓"慢速 Q 开关原理口。 临界值随腔长增长和泵浦增加而增加p 随输出

镜反射率增加而减少。为了消除后置脉冲而保证单脉冲，开关慢速打开后还需要逐渐关上p 即最佳开关函数

应当为马鞍形的函数。

为了得到最佳开关函数及最佳输出， 不必追求快速电开关，也不需用以往的 Q开关完全打开后再产生光

脉冲的概念。基于上述分析，提出了晶体电压在充放电的动态过程中调 Q而出光脉冲的概念，现称为动态电

偏置技术。对于退电压接通的Q开关使晶体电压从正闭锁电压通过零电压接通点向负闭锁电压充电。对于

加电压接通Q开关使晶体电压从零闭锁点通过开启调制电压向两倍开启电压(即又闭锁)充电。这些充放电

曲线就形成了'匮速Q开关的最佳开关函数。这种技术也能自动补偿晶体中存在的严重影响调 Q性能的光弹

效应，这是另一特点。本文列举了多种简单的动态电偏置电路; 用于退电压的有 RC 侄tl偏置， LG 共振倒置，

组合脉冲电路等。用于加电压的有 RC 加压， LC 共振充电，变压器双锅合升压电路等。各电路均用电路暂

态分析法求得瞬时充放电波形和计算公式p 可估算电路参数。 由于厦速原理对晶体充放电波形要求宽容较

大p 各电路十分见效，制作也极简单。

最后研究了普通小可控硅的放电特性p 发现了许多可控硅接近转折电压时放电速度急剧加快，超过其说

明书上的正常使用情况下的微秒量级p 达到 10-8 秒;因此适当使用可以代替热阴极或冷阴极闸流管。实验

土已取得完全成功。

转镜Q开关也是慢速开关，也存在最佳转速问题，但其最佳化技术远比晶体开关难得多，比较而言晶体

调 Q 输出是最好的。

总之p 采用可控硅动态电偏置技术能够容易地取得最佳光脉冲输出。再配以单块晶体Q开关，整个系统

特点是简单、可靠、 高效和干扰小，实现了小型化和固体化，极适用于激光测距仪等中小应用，已可以实用

化。

单块 LiNb03 电光 Q 开关 YAP:Nd3十 激光器的初步研究
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铝酸纪(YAP : NdS+)是一种新型的激光晶体材料，和纪铝石榴石(YAG : Nda+) 比较起来，两种晶体在物

理化学性质方面非常相似。不同之点，除 YAP 较 YAG 掺杂浓度高、生长周期短、价格便宜外， YAP 是属斜
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